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TRANSISTORES BIPOLARES

BJT: Bipolar Junction Transistor
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Malla de COLECTOR
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Corriente de Base
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Corrientes en un Transistor
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Corrientes en un Transistor
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Tensiones en un Transistor
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Caracteristicas del transistor bipolar

Curvas Caracteristicas de un Transistor
Bipolar, en configuracion emisor comun

* Se entiende por caracteristicas de un
transistor, al conjunto de curvas que
permite la visualizacion del
funcionamiento del transistor, en forma
grafica.

« COmo se va a relacionar I, VBE, Ic e VcE,

Se verificara la dependencia de las
magnitudes de a par. >
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Caracteristicas del transistor bipolar

Curvas Caracteristicas de un Transistor
Bipolar, en configuracion emisor comun

» Caracteristica de Entrada (Base)
« I =T (VBE), con VcE constante
o Caracteristica de Transferencia
de Corriente.

* Ic =f(Is), para Vce constante.

» Caracteristica de Salida (Colector)

* Ic = f(Vce) manteniendo constante Is. >
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Caracteristicas del transistor bipolar
Curvas Caracteristicas de un Transistor Bipolar, en configuracion
emisor comun

» Caracteristica de Entrada (Base)
« Is =T (VBE), con Vce constante

* De esta caracteristica es posible 1.1 i
definir la resistencia estatica de B |
entrada a la relacion  VBE/ y IB. /
Que estudiara en otro curso. /

« La grafica obtenida en este caso, /
tendra el aspecto similar a la de A

un diodo de uso general. ) D,? Y
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CURVA CARACTERISTICA Ve

DE ENTRADA g
TRANSISTOR BJT
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CURVA CARACTERISTICA

DE ENTRADA

TRANSISTOR BJT

Transistor NPN: linealizacion
de la caracteristica de entrada. U
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La caracteristica de
entrada corresponde
aladeun diodoy se
emplean las
aproximaciones
lineales vistas
anteriormente. >
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Vbb

CURVA CARACTERISTICA

DE ENTRADA - BJT
CIRCUITO EXPERIMENTAL

Is =f (VBE), con Vce constante
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CURVA CARACTERISTICA 1}

DE ENTRADA -BJT
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Conforme al
tipo de ensayo,
es posible que
se utilice un
circuito auxiliar
gue mantenga
(VCE) tension
colector emisor
constante. >
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lc[mA], COLLECTOR CURRENT

Fuente

DATOS TECNICOS

thquva de Entrada - BC548

& 2002 Fairchild Semiconductor Corporation
BCS46 [/ BCS4T /BCS48 /BCS40 7 BCSS0 Rev. 111
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TRANSISTOR Bipolar

Curva Caracteristica

TRANSFERENCIA DE
CORRIENTE

Ic =f (I8), para Vce constante
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Caracteristicas del transistor bipolar
Curvas Caracteristicas de un Transistor Bipolar, en configuracion
emisor comun

Caracteristica de
Transferencia de Corriente

Ic = f (I8), para Vce constante

+» De esta caracteristica se define la Ganancia en
Corriente continua.

< La Ganancia en Corriente se indicacomo B o hre.

* Indica cuantas veces la corriente de base (Is). influye
en la corriente de colector (Ic). >
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Curva Caracteristica

TRANSFERENCIA DE CORRIENTE-BJT
CIRCUITO EXPERIMENTAL

lc =f (Is), para Vce constante
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TRANSISTOR Bipolar

awﬁﬁ CURVA
Erom J/ CARACTERISTICA

Ig=10 pA

DE
SALIDA (Colector)

lc = f(Vce) manteniendo constante Is
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Caracteristicas del transistor bipolar
Curvas Caracteristicas de un Transistor Bipolar, en configuracion
emisor comun

Caracteristica de Salida (Colector)

lc = f(Vce) manteniendo constante Is

¢ La caracteristica de salida o de colector, relaciona la
corriente de colector IC, con la tension de colector—
emisor VCE . Manteniendo constante la corriente de
base IB.

“* De esta caracteristica es posible definir la resistencia

estatica de salida a la relacion Vce/ IC. Que
estudiara en otro curso. >
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Caracteristicas del transistor bipolar

Curvas Caracteristicas de un Transistor
Bipolar, en configuracion emisor comun

» Caracteristica de Salida (Colector)

lc = f(Vce) manteniendo constante Is.

En la configuracion de emisor comun, la corriente
de entrada IB y la tension Vce de salida se toman
como variables independientes.

Mientras que la tension de entrada VBE y la
corriente de salida IC se toman como variables

dependientes.
VBE=f1(VCE, IB),'IC=f2(VCE, IB) >
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CURVA CARACTERISTICA

DE SALIDA (CO|ECt0f) Circuito para
relevar la curva
CIRCUITO EXPERIMENTAL de salida de un
lc = f(Vce) manteniendo constante Is. transistor BJT.
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Curvas Caracteristicas del transistor bipolar

Curvas Caracteristicas de SALIDA
Transistor NPN

lc = f(lg, Vcg) Caracteristica de salida
lc lc

- -

A

VCE

La corriente que circula por el colector se controla mediante la corriente de
base I;.
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Caracteristicas eléctricas del transistor bipolar: linealizacion

Transistor NPN: linealizacidn de la caracteristica de salida

( Zona activa: 1-=p-lg

lc e (mAY] 5 (MA)
T 40 400
g 30 300
-+ VCE
20 —___Iloe)
VBE
i 10 100
_ / | | 0
Zona de Ll 2 Ve (V)
saturacion
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El parametro fundamental que describe la caracteristica de salida del
transistor es la ganancia de corriente B (hfe).
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DATOS TECNICOS
Curva de Salida (Colector) - BC548
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Fuente
& 2002 Fairchild Semiconductor Corporation www fairchildzemi.com
BCS46 7/ BCS4T /BCS48 /BCS49 7 BCSSD Rev. 1.1.1 2
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